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[57]申請專利範圍
1.　一種奈米管碳煙之製造方法，包含：提供一含有石英床及管狀高温爐的氣態反應系統，
選用一種碳煙作為基材置於石英床；以及提供一含碳的反應氣體，連續地將含碳的反應

氣體送入該反應系統中，令反應系統中之反應温度介於 700℃～ 1200℃之間，而其反應
時間則為 5 ～ 120min，又該含碳反應氣體為碳氫化合物；據此即可使其在碳煙表面合成
奈米碳管，形成奈米管碳煙(Nanotube Carbon Blacks)。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米管碳煙之製造方法，其中基材係可為傳統 ASTM碳
煙、色料用碳煙或導電碳煙。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米管碳煙之製造方法，其中含碳反應氣體係在甲烷、乙
烷、乙烯、乙炔、苯或其混合物中選擇其一者。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米管碳煙之製造方法，其中該含碳反應氣體為烯類。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米管碳煙之製造方法，其中碳管生長温度為 800℃～

950℃，反應時間為 10 ～ 60min。
6.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米管碳煙之製造方法，其中含碳反應氣體的流速係控制
在 10cc/min至 200cc/min。

圖式簡單說明

第一圖係本發明所使用製造裝置之示意圖。

第二圖係根據本發明之製造方法在碳煙基材上成長出碳奈米管之電子顯微鏡照片，放大

倍率為一萬五千倍。

第三圖係根據本發明之製造方法在碳煙基材上成長出具有多重管徑碳奈米管之電子顯微

鏡照片，放大倍率為一千五百倍。

第四圖係根據本發明之至造方法在碳煙基材上成長出類似碳奈米觸手之電子顯微鏡照

片，左圖放大倍率為三千五百倍，右圖放大倍率為二萬倍。
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